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1.はじめに 

 透明太陽電池は可視光を透過し，人体に有害な紫外光を吸収して電力に変換する太陽電池であ

る．しかし紫外光を効率良く吸収し，キャリアを生成したとしても，太陽光のうち紫外光の占め

る割合は 6％しかない．高効率な透明太陽電池を作製するためには pn接合の構造的な工夫が必要

となる．そこで本研究では透明 n型半導体に ZnOナノロッドを用い，その隙間を透明 p型半導体

の CuBr1-xIx (CuBrI)で埋めることで pn接合を作製した． 

 

2. 実験・結果 

2-メトキシエタノールとモノエタノールアミンに酢酸亜鉛を溶かして作製した溶液を，スピン

コート法を用いて FTO 基板上に堆積させて ZnO シード層を作製した．続いて，超純水に酢酸亜

鉛とヘキサメチレンテトラミンを溶かして作製した成長溶液の中で，ZnOシード層上に ZnO ナノ

ロッドを成長させた．その後，ZnO ナノロッド間に 2-メトキシエタノールとモノエタノールアミ

ンに CuIと CuBrを溶かした溶液をディップコート法によって塗布し pn接合を作製した．作製し

たサンプルの I-V 特性測定結果を Figure 1に示す． 
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Figure 1 I-V characteristic 
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受けたものです． 

ZnO ナノロッドなしで作製したサン 

プルでは整流特性は観測されなかった． 

ZnO ナノロッドを堆積させて作製した 

サンプルでは整流特性を観測できた．  

また紫外光をサンプルに照射したとき， 

順方向電流の微弱な増加と漏れ電流の増 

加を観測した．今後はナノロッドの太さ 

や長さを変えて pn接合を構築し，I-V 特 

性の変化を観察していく予定である． 
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